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Разработка автоматизированной системы управления (АСУ) для синтеза углеродных наноматериалов методом быстрого Джоулева нагрева. Система обеспечивает управление импульсными токами до 350 А.
      Быстрый джоулев нагрев(БДН) – метод синтеза графена, сочетающий высокую скорость, масштабируемость и низкую себестоимость. В данном процессе графитовый прекурсор (например, уголь, оксид графена или углеродные отходы) помещается между электродами и подвергается кратковременному (∼100 мс) импульсу высокого напряжения. Интенсивный нагрев приводит к резкому повышению температуры (до ∼3000 К), что вызывает испарение неуглеродных примесей и реструктуризацию углеродной решётки с образованием графена [1].
Ключевыми преимуществами данной методики являются исключительно высокая скорость синтеза, измеряемая миллисекундами, и отсутствие необходимости применения химических реагентов, что существенно снижает экологическую нагрузку технологического процесса. Важным аспектом является возможность использования дешёвого и легкодоступного сырья, включая различные виды углеродсодержащих отходов, что открывает перспективы для создания экономически эффективных производственных процессов. Кроме того, метод демонстрирует хорошую масштабируемость, что делает его привлекательным для промышленного внедрения.
Согласно результатам экспериментальных исследований, графен, синтезированный методом БДН, характеризуется пониженным содержанием кислородсодержащих функциональных групп и обладает удовлетворительными показателями электропроводности. Эти свойства обуславливают потенциальную применимость материала в таких областях, как создание суперконденсаторов, разработка композитных материалов и каталитических систем. Однако следует отметить, что вопросы контроля морфологических характеристик и точного регулирования количества графеновых слоёв в полученном продукте остаются актуальными и требуют проведения дополнительных исследований по оптимизации параметров технологического процесса[2][3].
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